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Реферат:
1. В дисертації викладено результати експериментальних досліджень спектральних розподілів
фотопровідності та фото-ЕРС багатошарових гетероструктур з SiGe наноострівцями. Запропоновано
теоретичну модель розрахунку зонної структури гетеропереходу SiGe-острівець/Si-оточення, яка дозволяє
визначити можливі типи оптичних переходів та оцінити їх енергію. Для врахування компонентного складу,
деформацій та геометричних розмірів острівців використано аналіз спектральних розподілів комбінаційного
розсіяння світла та топограм поверхонь, отриманих з допомогою атомно-силової мікроскопії досліджуваних
структур. Проаналізовано вплив прикладеного електричного поля та термічного відпалу досліджуваних
структур на форму спектрів фотопровідності. Запропоновано використання шарів SiGe острівців, вбудованих
в базу p-i-n структури, що дозволило значно підвищити фоточутливість в області непрямих в просторі
міжзонних переходів.



2. Experimental results of photoconductivity and photo-EMF spectral dependences investigation of multilayer
heterostructures with SiGe nanoislands are represented in the thesis. Theoretical model of SiGe-island/Si-
surrounding heterojunction band structure calculation is suggested. The model enables determination of possible
optical transition types and their energy estimation. Analysis of Raman scattering spectral dependences and
atomic-force microscopy images of the investigated structures was used in order to take into account
composition, deformations and sizes of nanoislands. An effect of the applied electric field and thermal annealing of
the investigated structures on the shape of photoconductivity spectra are analyzed. Suggested using of SiGe
nanoisland layers embedded into the base of p-i-n structure make it possible to increase considerably the
photosensitivity in the range of indirect in space interband transitions.
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